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(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT
(54) Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES BAUTEIL

FIG 3B

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic
component (10), comprising — at least one luminescent di-
ode chip (1) which emits electromagnetic radiation (2)
during the operation of the optoelectronic component, - at
least one shield (3) against external radiation (4) which
laterally surrounds the luminescent diode chip (1) in some
regions only, wherein — each shield (3) is designed as one
piece with a component (20, 30, 40, 50) ot the optoelec-
tronic component (10).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches
Bauteil (10) angegeben, mit - zumindest einem Lumines-
zenzdiodenchip (1), der im Betrieb des optoelektroni-
schen Bauteils elektromagnetische Strahlung (2) emittiert,
- zumindest einer Abschirmung (3) gegen Fremdstrahlung
(4), welche den Lumineszenzdiodenchip (1) nur stellen-
weise seitlich umgibt, wobei - jede Abschirmung (3) ein-
stiickig mit einer Komponente (20, 30, 40, 50) des opto-
elektronischen Bauteils (10) ausgebildet ist.
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Beschreibung
Optoelektronisches Bauteil
Es wird ein optoelektronisches Bauteil angegeben.

Die Druckschrift DE 102005001954 Al beschreibt ein

optoelektronisches Bauteil.

Eine zu l&sende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Bauteil anzugeben, das besonders gut gegen Umwelteinfliisse
wie Fremdlichteinstrahlung und/oder Regenwasser geschltzt
ist. Eine weitere zu ldsende Aufgabe besteht darin, ein
optoelektronisches Bauteil anzugeben, das besonders einfach

montiert werden kann.

Gemdf zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil zumindest einen .
Lumineszenzdiodenchip. Bei dem Lumineszenzdiodenchip handelt
es sich vorzugsweise um einen Laserdiodenchip oder einen
Leuchtdiodenchip. Im Betrieb des optoelektronischen Bauteils
ist der Lumineszenzdiodenchip zur Erzeugung
elektromagnetischer Strahlung geeignet. Die
elektromagnetische Strahlung kann dabei im
Wellenldngenbereich von UV-Strahlung bis Infrarotlicht
liegen. Beispielsweise ist der Lumineszenzdiodenchip zur
Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren

Spektralbereich geeignet.

GemaR zumindest einer Ausflhrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil zumindest eine Abschirmung gegen
Fremdstrahlung. Bei Fremdstrahlung handelt es sich von aufen,

das heifft von auBerhalb des optoelektronischen Bauteils, um
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auf das Bauteil auftreffende Strahlung. Zum Beispiel handelt
es sich um Sonnenlicht oder um das Licht von Leuchtmitteln
wie beispielsweise Scheinwerfern. Die Fremdstrahlung kann,
wenn sie nicht abgeschirmt wird, auf den
Lumineszenzdiodenchip oder eine andere Komponente des
optoelektronischen Bauteils wie beispielsweise eine Linse
treffen und dort reflektiert werden. Dadurch wird vom
optoelektronischen Bauteil im Betrieb abgestrahlte
elektromagnetische Strahlung verfalscht. Die unerwinschte
elektromagnetische Strahlung wird dabei auch als

Phantomstrahlung bezeichnet.

Die Abschirmung ist nun dazu geeignet, die Fremdstrahlung vom
Lumineszenzdiodenchip und/oder anderen Komponenten des
optoelektronischen Bauteils abzuhalten. Vorzugsweise umgibt
die Abschirmung den Lumineszenzdiodenchip nur stellenweise
seitlich. Das heifsit, die Abschirmung ist lateral benachbart,
vorzugsweise lateral beabstandet zum Lumineszenzdiodenchip
angeordnet, wobei die Abschirmung den Lumineszenzdiodenchip
nicht vollstdndig seitlich umgibt, sondern die Abschirmung
umgibt den Lumineszenzdiodenchip nur an ausgewahlten Stellen,

beispielsweise entlang einer einzigen Seitenflache.

Die Abschirmung ist dabei derart angeordnet, dass sie
Fremdstrahlung einer &uferen Strahlungsquelle vom
Lumineszenzdiodenchip und/oder weiteren optischen Komponenten
des optoelektronischen Bauteils abschirmen kann. Ist die
Abgchirmung beispielsweise als Abschirmung gegen Sonnenlicht
vorgesehen, so umgibt die Abschirmung den
Lumineszenzdiodenchip vorzugsweise an Seiten des
Lumineszenzdiodenchips, welche der Sonne zugewandt sind. Die

Abschirmung wirft einen Schatten, in dem sich die
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abzuschirmenden Komponenten zumindest teilweise oder

vollstandig befinden.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist die Abschirmung einstlickig mit zumindest einer
Komponente des optoelektronischen Bauteils ausgebildet. Das
heifft, die Abschirmung ist mit einer weiteren Komponente des
optoelektronischen Bauteils als ein Stlck gebildet. Die
Abgschirmung bildet einen Teil oder einen Bereich der
Komponente. "Einstilickig" kann dabei insbesondere auch heifien,
dass keine Grenzfldche zwischen der Abschirmung und der
Komponente angeordnet ist. Die Abschirmung und die Komponente

kénnen zum Beispiel gemeinsam hergestellt sein.

Es ist insbesondere auch mdglich, dass die Abschirmung mit
mehreren Komponenten des optoelektronischen Bauteils
einstlckig ausgebildet ist. Das optoelektronische Bauteil
umfasst in diesem Fall mehrere Abschirmungen, wobei jede
Abgschirmung einstlickig mit einer Komponente des
optoelektronischen Bauteils ausgebildet ist. Das heifRt, das
optoelektronische Bauteil kann eine, zwei oder mehr
Abschirmungen umfassen, wobei jede Abschirmung mit einer
anderen Komponente des optoelektronischen Bauteils einstlckig

ausgebildet ist.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip, der im Betrieb des optoelektronischen
Bauteils elektromagnetische Strahlung emittiert. Ferner
umfasst das optoelektronische Bauteil zumindest eine
Abschirmung gegen Fremdstrahlung, welche den
Lumineszenzdiodenchip nur stellenweise seitlich umgibt. Dabei

ist jede der Abschirmungen einstlickig mit einer Komponente
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des optoelektronischen Bauteils ausgebildet. Bei den
Komponenten kann es sich beispielsweise um Anschlusstrager,
Leiterplatten, optische Elemente wie Linsen,

Gehdusegrundkdérper, und/oder Reflektorwdnde handeln.

Das hier beschriebene optoelektronische Bauteil beruht dabei
unter anderem auf der Erkenntnis, dass eine Abschirmung, die
mit einer Komponente des Bauteils einstlickig ausgebildet ist,
den Montageaufwand des optoelektronischen Bauteils reduziert.
So ist es nicht mehr notwendig, optoelektronisches Bauteil
und Abschirmung getrennt voneinander zu justieren. Ferner
erhOht die einstlickige Ausbildung der Abschirmung mit einer
Komponente des optoelektronischen Bauteils die mechanische
Stabilitat des optoelektronischen Bauteils, da eine separat
am optoelektronischen Bauteil oder in der Nahe des
optoelektronischen Bauteils befestigte Abschirmung
beispielsweise aufgrund auRerer Witterungseinfllisse leichter
vom optoelektronischen Bauteil getrennt werden kann als eine
einstiickig mit einer Komponente des Bauteils ausgebildete

Abschirmung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das optoelektronische Bauteil einen
Anschlusstridger. Bei dem Anschlusstrdger handelt es sich
beispielsweise um eine Leiterplatte, welche elektrische
Anschlussstellen zum elektrischen Anschliefen des zumindest
einen Lumineszenzdiodenchip aufweist. Darlber hinaus weist
die Leiterplatte Leiterbahnen auf, mittels denen der
zumindest eine Lumineszenzdiodenchip elektrisch kontaktiert
werden kann. Die Leiterplatte kann dabei zum Beispiel einen
elektrisch isolierenden Grundkdrper umfassen, in den oder auf
den die elektrischen Anschlussstellen und die Leiterbahnen

strukturiert sind.
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Dartiber hinaus ist es mdéglich, dass es sich bei dem
Anschlusstrager um einen Tragerrahmen (Leadframe, auch
Leiterrahmen) handelt. Auch ein solcher Tragerrahmen dient
zur Befestigung und elektrischen Kontaktierung des zumindest

einen Lumineszenzdiodenchips.

Der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip ist zumindest

mittelbar auf dem Anschlusstriger befestigt.

Zzumindest mittelbar heiRt dabei, dass der
Lumineszenzdiodenchip direkt auf den Anschlusstrager
aufgebracht sein kann. Darlber hinaus ist es mdglich, dass
sich zwischen Lumineszenzdiodenchip und Anschlusstrager

weiltere Komponenten befinden.

Der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip ist dabei Uber den
Anschlusstrager elektrisch kontaktiert. Das heif’t, mittels
des Anschlusstragers kann der zumindest eine
Lumineszenzdiodenchip im Betrieb des optoelektronischen

Bauteils bestromt werden.

Gemafl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist die zumindest eine Abschirmung zumindest
stellenweise durch einen Abschirmbereich des Anschlusstragers
gebildet. Die Abschirmung ist also einstlickig mit dem
Anschlusstrager, und damit wmit einer Komponente des

optoelektronischen Bauteils ausgebildet.

Das bedeutet, der Anschlusstridger weist zumindest zweil
Teilbereiche auf: Einen Abschirmbereich, der zumindest eine
Abschirmung des optoelektronischen Bauteils gegen

Fremdstrahlung bildet. Der Abschirmbereich ist dabei derart
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angeordnet, dass er den Lumineszenzdiodenchip nur
stellenweise seitlich umgibt. Der Abschirmbereich des
Anschlusstrédgers ist dabei zum Beispiel frei von einem

Lumineszenzdiodenchip.

Ferner umfasst der Anschlusstriger einen restlichen Bereich,
auf dem beispielsweise der zumindest eine

Lumineszenzdiodenchip angeordnet ist.

Gemafs zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil einen Anschlusstrager, auf dem
der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip zumindest mittelbar
befestigt ist und Uber den der zumindest eine
Lumineszenzdiodenchip elektrisch kontaktiert ist. Dabei ist
zumindest eine Abschirmung des optoelektronischen Bauteils

durch einen Abschirmbereich des Anschlusstrigers gebildet.

Gemaf zumindest einer Ausflihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist der Anschlusstriger eine Biegung auf. Diese
Biegung verbindet den Abschirmbereich des Anschlusstrigers
mit dem restlichen Anschlusstriger, auf dem beispielsweise
der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip zumindest mittelbar
befestigt ist. Der Anschlusstriger besteht dabei vorzugsweise

aus einem biegbaren Material.

Ferner ist es mdglich, dass im Anschlusstriger ein Gelenk
oder ein Scharnier vorgesehen ist. In jedem Fall weist der
Anschlusstrager eine Biegung auf, so dass der Abschirmbereich
in einem bestimmten Winkel zum Anschlusstriger angeordnet
ist. Vorzugsweise sind der Abschirmbereich und der restliche
Anschlusstrager in einem Winkel kleiner gleich 110°

zueinander angeordnet.
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Das heit, Abschirmbereich und restlicher Anschlusstrager
schlieRen einen Winkel von kleiner gleich 110° miteinander
ein. Vorzugsweise ist der Anschlusstriger dabei derart
biegbar ausgebildet, dass der Benutzer des optoelektronischen
Bauteils, beispielsweise nach der Montage des
optoelektronischen Bauteils, den Winkel zwischen
Abschirmbereich und restlichem Anschlusstriger in einem
bestimmten Bereich selbst einstellen kann. Auf diese Weise
ist es méglich, die Abschirmung optimal an den Einsatzort des

optoelektronischen Bauteils anzupassen.

Je nach Montage-Ort des optoelektronischen Bauteils kann tiber
die Einstellung des Winkels eine optimale Abschirmung

beispielsweise von Sonnenlicht erfolgen.

Gemaf zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil eine Reflektorwand, welche den
zumindest einen Lumineszenzdiodenchip seitlich vollst&ndig
umgibt. Die Reflektorwand ist zur Reflexion von vom
Lumineszenzdiodenchip im Betrieb erzeugter
elektromagnetischer Strahlung geeignet. Vorzugsweise weist
die Reflektorwand eine Reflektivitdt fir die vom
Lumineszenzdiodenchip im Betrieb erzeugte elektromagnetische
Strahlung von wenigstens 90 %, vorzugsweise von wenigstens 95

Q

% auf.

Die Reflektorwand kann dazu aus einem weiRen keramischen
Material oder mit einem Metall gebildet sein. Die
Reflektorwand umgibt den zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip seitlich vollst&ndig, das heift sie ist
rahmenartig um den Lumineszenzdiodenchip herum angeordnet.
Dabei bezieht sich der Begriff ,rahmenartig" jedoch nicht auf

die Geometrie der Reflektorwand, sondern soll lediglich zum
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Ausdruck bringen, dass der Lumineszenzdiodenchip seitlich

komplett von der Reflektorwand umschlossen ist.

Gemaf zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist die Reflektorwand eine ungleichmifige Hohe
auf. Das heift, die Reflektorwand weist Bereiche auf, in
denen sie hdéher ist als in anderen Bereichen. In einem Umlauf
um den zumindest einen Leuchtdiodenchip steigt dabei
beispielsweise die H&he der Reflektorwand zundchst an,
erreicht eine maximale Hdhe, sinkt ab, bis sie eine minimale

Hbhe erreicht.

Gemafs zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist zumindest eine Abschirmung des Bauteils gegen
Fremdstrahlung zumindest stellenweise durch einen
Abschirmbereich der Reflektorwand gebildet. Die Abschirmung
ist dabei mittels des Abschirmbereichs einstlickig mit der
Reflektorwand, also einer Komponente des optoelektronischen

Bauteils, ausgebildet.

Der Abschirmbereich der Reflektorwand ist hoéher ausgebildet
als die restliche Reflektorwand. Das heifft, in einem Umlauf
um den zumindest einen Lumineszenzdiodenchip weist die
Reflektorwand einen Bereich auf, in dem die Hbhe ansteigt,
ein Maximum erreicht und auf den Anfangswert der Hdhe

abfallt.

Der Abschirmbereich ist dann durch den Bereich der
Reflektorwand gebildet, in welchem die HOhe ansteigt, ein
Maximum erreicht und auf den Anfangswert absinkt. Die
Bereiche der Reflektorwand, welche hdher ausgebildet sind,
als die minimale H&he der Reflektorwand, bilden dann den

Abschirmbereich.
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Gemdfd zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil eine Reflektorwand, welche den
zumindest einen Lumineszenzdiodenchip seitlich vollstéandig
umgibt, wobei die Reflektorwand eine ungleichmdfige Hohe
aufweist. Dabei ist zumindest eine Abschirmung des
optoelektronischen Bauteils gegen Fremdstrahlung zumindest
stellenweise durch einen Abschirmbereich der Reflektorwand
gebildet, der hdher ausgebildet ist als die restliche
Reflektorwand.

Gemafs zumindest einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist die Reflektorwand innerhalb einer Linse flr den
zumindest einen Lumineszenzdiodenchip angeordnet. Die Linse
kann die Reflektorwand und den zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip nach Art einer Kuppel lUberspannen.
Innerhalb der Linse kénnen Reflektorwand und
Lumineszenzdiodenchip dann an ein Gas, beispielsweise an
Luft, grenzen. Darlber hinaus ist es mdglich, dass die Linse
als Vollkdérper ausgebildet ist, der nach Art eines Vergusses
auf den Lumineszenzdiodenchip und die Reflektorwand

aufgebracht wird.

Das heifft, Reflektorwand und der zumindest eine
Lumineszenzdiodenchip sind in das Material der Linse, also
einen Verguss, eingebettet. Dabei ist es auch mdglich, dass
der Verguss nicht linsenartig ausgeformt ist, sondern ebene
Seitenflachen und eine ebene Deckfllche aufweist. In jedem
Fall grenzt die Reflektorwand in dieser Ausfihrungsform
zumindest stellenweise direkt an einen Verguss £ir den

zumindest einen Lumineszenzdiodenchip.
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Einerseits ist die Reflektorwand und damit die Abschirmung,
welche durch einen Abschirmbereich der Reflektorwand gebildet
ist, durch den Verguss besonders gut vor &duReren Einfliissen
geschlitzt. Der Abschirmbereich ist damit gegen &ufere
Witterungseinfliisse sowie gegen mechanische Belastung

geschiitzt.

Andererseits kann sich bei dieser Ausfiihrungsform nachteilig
ergeben, dass die Abschirmung keinen Schutz gegen
Fremdstrahlung flir den gesamten Verguss darstellt. Der
Verguss selbst muss in diesem Fall also besonders bestindig

gegen die Fremdstrahlung, beispielsweise gegen UV-Strahlung,

und gegen Aufere Einfliisse wie beispielsweise Regenwasser

geschiitzt sein. Dazu kann das optoelektronische Bauteil eine
weitere Abschirmung umfassen, die durch den Abschirmbereich
eines Anschlusstrigers gebildet ist. Ferner kdénnen flr den
Verguss besonders UV-bestdndige Materialien, wie

beispielsweise Silikon, Verwendung finden.

Gemafl zumindest einer Ausfithrungsform des hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils weist das Bauteil anstatt der
Reflektorwand eine Absorberwand auf, die auf sie treffende
elektromagnetische Strahlung absorbiert. Ansonsten ist die
Absorberwand wie die beschriebene Reflektorwand ausgebildet.
Die Absorberwand ist zum Beispiel schwarz ausgebildet. Sie
kann - zum Beispiel mit einer Farbe - schwarz beschichtet
sein, oder aus einem schwarzen Material - wie RuR geflulltem

KRKunststoff - gebildet sein.

Die Absorberwand unterdrickt zum Beispiel die Entstehung von
Streustrahlung. Die Absorberwand weist dazu eine
Reflektivitdt von vorzugsweise weniger 10 %, besonders

bevorzugt von weniger 5% fir auf sie treffendes Licht auf.
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Gemafs zumindest einer Ausflhrungsform des hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils ist die Reflektorwand oder die
Absorberwand einstiickig mit einem Trager des Bauteils
ausgebildet. Beispielsweise sind die Reflektorwand oder die
Absorberwand und der Tr&ger durch ein gemeinsames
Spritzgussverfahren oder ein gemeinsames Spritzpressverfahren
miteinander hergestellt. Das heift, die Reflektorwand oder
die Absorberwand und der Trager sind gemeinsam spritzgegossen
oder spritzgepresst. Es handelt sich dabei um ein
gegenstandliches Merkmal, das am fertigen Bauteil nachweisbar

ist.

Gemafs zumindest einer Ausfihrungsform des hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils umfasst das optoelektronische
Bauteil einen Gehdusegrundkdrper. Der Gehdusegrundkdrper ist

beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial gefertigt.

Der Gehdusegrundkdérper kann eine Kavitdt aufweisen, in
welcher der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip angeordnet
ist. Der Lumineszenzdiodenchip ist dann in der Kavitéat
seitlich von einer Gehdusewand des Gehdusegrundkdrpers
umgeben, welche als Reflektorwand ausgebildet sein kann.
Diese Reflektorwand weist eine gleichmdfRige Hbéhe auf. Esg ist
jedoch auch méglich, dass die Reflektorwand wie weiter oben
beschrieben eine ungleichmdfige Hbhe aufweist und dadurch
eine der Abschirmung des optoelektronischen Bauteils gegen

Fremdstrahlung bildet.

GemaR zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist zumindest eine Abschirmung des Bauteils
zumindest stellenweise durch einen Abschirmbereich des
Gehdusegrundkdrpers gebildet. Das heifit, einstlckig mit dem

Gehausegrundkérper und damit einstlickig mit einer Komponente
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des optoelektronischen Bauteils ist ein Abschirmbereich des
Gehdusegrundkdrpers gebildet, in welchem der
Gehausegrundkdrper beispielsweise nach Art eines Vorsprungs
ausgebildet ist. Dieser Vorsprung umgibt den

Lumineszenzdiodenchip seitlich nur stellenweise.

Gemafd zumindest einer Ausflihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil einen Gehdusegrundkdrper, der
eine Kavitat aufweist, in welcher der zumindest eine
Lumineszenzdiodenchip angeordnet ist. Dabei ist zumindest
eine Abschirmung des optoelektronischen Bauteils gegen
Fremdstrahlung zumindest stellenweise durch einen

Abschirmbereich des Gehdusegrundkdérpers gebildet.

Der Abschirmbereich des Gehdusegrundkdrpers kann innerhalb
oder auflerhalb einer Linse und/oder eines Vergusses fur den
zumindest einen Lumineszenzdiodenchip angeordnet sein. In
jedem Fall ist der Abschirmbereich gemeinsam mit dem
Gehdusegrundkdrper besonders einfach beispielsweise mittels
Spritzpressen oder Spritzgieflen herstellbar. Das heifit, gemaf
zumindest einer Ausfihrungsform des hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils ist der Abschirmbereich zusammen
mit dem restlichen Gehdusegrundkdérper spritzgegossen oder
spritzgepresst ausgeflhrt. Bel ,spritzgegossen“ oder
»Spritzgepresst™ handelt es sich dabei um gegenstandliche
Merkmale, welche am fertigen Produkt nachweisbar sind. Das
heift, am fertigen Produkt ist nachweisbar, dass der
Abschirmbereich mit dem Gehdusegrundkdrper einstickig durch

Spritzgiefen oder Spritzpressen ausgefihrt wurde.

Der Gehausegrundkérper kann beispielsweise stellenweise um

einen Anschlusstriager gegossen oder gespritzt werden, auf dem
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der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip zumindest mittelbar

befestigt ist.

Gemafy zumindest einer Ausfihrungsform des hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils umfasst das optoelektronische
Bauteil eine Linse fUr den zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip. Bei der Linse handelt es sich um ein
optisches Element, welches beispielsweise die
Wahrscheinlichkeit flUr Auskopplung von elektromagnetischer
Strahlung aus dem optoelektronischen Bauteil erhdht. Darlber
hinaus kann die Linse strahlformende Eigenschaften aufweisen.
Die Linse kann beispielsweise fur die durchtretende
elektromagnetische Strahlung fokussierend oder streuend

wirken.

Gemaf zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist zumindest eine Abschirmung des
optoelektronischen Bauteils gegen Fremdstrahlung zumindest
stellenweise durch einen Abschirmbereich der Linse gebildet.
Das heifst, die Linse umfasst an bestimmten Stellen einen
Abschirmbereich, der durch eine Strukturierung, eine
Beschichtung oder eine teilweise Farbung der Linse gebildet
ist. Beispielsweise kann die Linse im Abschirmbereich
polarisierend, absorbierend und/oder reflektierend
ausgebildet sein. Dies kann beispielsweise durch eine
teilweise Beschichtung der dem zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip abgewandten Auftenfliche der Linse mit

einem Metall realisiert sein.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil eine Linse flir den zumindest

einen Lumineszenzdiodenchip, wobei zumindest eine Abschirmung
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des optoelektronischen Bauteils durch einen Abschirmbereich

der Linse gebildet ist.

GemaR zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist zumindest eine der Abschirmungen des
optoelektronischen Bauteils zumindest einen Reflexionsbereich
auf, der dem zumindest einen Lumineszenzdiodenchip zugewandt
ist und fir vom Lumineszenzdiodenchip im Betrieb des
optoelektronischen Bauteils erzeugte elektromagnetische

Strahlung reflektierend ausgebildet ist.

Das heifst, vom Lumineszenzdiodenchip erzeugte Strahlung kann
teilweise im Betrieb des optoelektronischen Bauteils auf den
Reflexionsbereich der Abschirmung treffen und wird dort

reflektiert. Der Reflexionsgrad betradgt dabei vorzugsweise

o\°

wenigstens 90 %, besonders bevorzugt wenigstens 95

Die restlichen Bereiche der Abschirmung, insbesondere jene
Bereiche, auf welche die Fremdstrahlung trifft, sind
vorzugswelse strahlungsabsorbierend ausgestaltet. Das heifdt,
sie absorbieren die einfallende Fremdstrahlung, so dass an
der Abschirmung kein Streulicht entsteht, welches den
optischen Eindruck des optoelektronischen Bauteils stdren
kénnte. In jedem Fall ist die Abschirmung
strahlungsundurchldssig fir die Fremdstrahlung ausgebildet,
so dass keine Fremdstrahlung durch die Abschirmung hindurch
auf abzuschirmende Bereiche des optoelektronischen Bauteils

treffen kann.

Gemadfd zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist die Abschirmung zumindest in einem
Absorptionsbereich, der dem zumindest einen

Lumineszenzdiodenchip zugewandt ist, £lr vom
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Lumineszenzdiodenchip im Betrieb des optoelektronischen
Bauteils erzeugte elektromagnetische Strahlung absorbierend
ausgebildet. Das heift, in diesen Absorptionsbereichen
erfolgt keine Reflexion oder kaum Reflexion der auftreffenden
elektromagnetischen Strahlung des Lumineszenzdiodenchips,
sondern diese Strahlung wird im Absorptionsbereich
absorbiert. Der Absorptionsgrad betridgt dabei vorzugsweise

o

wenigstens 90, besonders bevorzugt wenigstens 95 %.

Die Abschirmung kann im Gesamten dem zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip zugewandten Bereich reflektierend oder
absorbierend ausgebildet sein. Darlber hinaus ist es mdglich,
dass die Abschirmung dort reflektierend ausgebildete
Reflexionsbereiche und absorbierend ausgebildete

Absorptionsbereiche aufweist.

Gemdfs zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist zumindest eine der Abschirmungen eine KrlUmmung
auf. ,Krimmung"“ bedeutet dabei, dass die Abschirmung nach Art
eines Bogens, eines Kugelsegments, eines
Kugelschalensegments, eines Hohlzylindersegments oder
dhnlicher geometrischer Figuren stellenweise seitlich um den
Zumindest einen Lumineszenzdiodenchip herumgefihrt ist. Eine
derartige Ausbildung der Abschirmung kann sich in zweifacher

Weise als vorteilhaft erweisen.

Zum einen kann eine solche Abschirmung, wenn sie in ihrem dem
Lumineszenzdiodenchip zugewandten Bereich absorbierend
und/oder reflektierend ausgebildet ist, optische Aufgaben im
optoelektronischen Bauteil wahrnehmen. Das heift, die
Abschirmung mit Krlmmung kann zur Einstellung einer
definierten Abstrahlcharakteristik des optoelektronischen

Bauteils beitragen.
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Zum anderen kann die KrUmmung geeignet sein, Feuchtigkeit
insbesondere Regenwasser, das von aufen auf das
optoelektronische Bauteil auftrifft, um die
Strahlungsaustrittsfliche des optoelektronischen Bauteils

herumzufiihren.

Die Strahlungsaustrittsflidche des optoelektronischen Bauteils
ist dabei jene gegebenenfalls gedachte Flache des Bauteils,
durch welche die im Betrieb erzeugte elektromagnetische
Strahlung nach auRen tritt. Die Strahlungsaustrittsflache
kann beispielsweise durch den Teil der AuRenfldche einer
Linse oder eines Vergusses gebildet sein. Die Krummung der
Abschirmung kann geeignet sein, Regenwasser um die
Strahlungsaustrittsflédche herumzufihren, insbesondere wenn
die Abschirmung auRerhalb einer Linse oder eines Vergusses
oder einstiickig mit einer Linse oder einem Verguss

ausgebildet ist.

Das hier beschriebene optoelektronische Bauteil kann genau
eine der beschriebenen Abschirmungen aufweisen. Daruber
hinaus ist es méglich, dass das hier beschriebene
optoelektronische Bauteil eine Kombination von zwei oder mehr

der hier beschriebenen Abschirmungen aufweist.

So kann das optoelektronische Bauteil beispielsweise eine
Abschirmung aufweisen, die durch einen Abschirmbereich eines
Anschlusstrigers gebildet ist. Zuséatzlich kann das
optoelektronische Bauteil dann eine Abschirmung aufweisen,
die durch den Abschirmbereich einer Reflektorwand gebildet
ist. Ferner kann eine Linse flir den zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip des optoelektronischen Bauteils einen

Abschirmbereich aufweisen. Durch die Kombination von zwei
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oder mehr Abschirmungen ist es mdglich, ein besonders gut
gegen Fremdstrahlung geschiitztes optoelektronisches Bauteil

anzugeben.

Dag hier beschriebene optoelektronische Bauteil eignet sich
beispielsweise besonders gut zur Bildung eines
GroRbilddisplays, bei dem einzelne Pixel durch ein hier
beschriebenes optoelektronisches Bauteil gebildet sind. Das
heiRt, das Display ist durch eine Vielzahl matrixartig
angeordneter optoelektronischer Bauteile gebildet. Jedes der
Bauteile weist dabei zumindest eine Abschirmung auf, die es
vor Fremdlichteinstrahlung, beispielsweise vor Sonnenlicht,
schiitzt. Dartiber hinaus kann die Abschirmung eines jeden
optoelektronischen Bauteils einen Schutz der
Strahlungsaustrittsflache des Bauteils vor Regenwasser
bilden. Auf diese Weise kann das Display auch unter
schlechten Witterungsbedingungen betrieben werden. Durch das
Ableiten von Regenwasser durch eine Abschirmung des
optoelektronischen Bauteils kommt es nicht zur Ablagerung von
Wasser auf der Strahlungsaustrittsflache des Bauteils, so
dass Streulicht aufgrund von Wassertropfen, welche wie

unerwiinschte optische Elemente wirken, unterbunden wird.

Im Folgenden wird das hier beschriebene optoelektronische
Bauteil anhand von Ausflihrungsbeispielen und den zugehdrigen

Figuren ndher erlautert.

Die Figuren 1A bis 5B zeigen dabei verschiedene
Ausfliihrungsbeispiele von hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteilen in schematischen

Perspektivdarstellungen.
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Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren
und die GroRenverhaltnisse der in den Figuren dargestellten
Elemente untereinander sind nicht als mafstablich zu
betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente zur besseren
Darstellbarkeit und/oder zum besseren Versté&ndnis Ubertrieben

grof? dargestellt sein.

Die Figuren 1A, 1B und 1C zeigen ein erstes
Ausflihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils anhand schematischer
Perspektivdarstellungen. Das optoelektronische Bauteil 10
weist vier Lumineszenzdiodenchips 1 auf, die als
Leuchtdiodenchips ausgebildet sind. Die vier
Lumineszenzdiodenchips 1 kénnen dabei Licht der gleichen
Farbe oder unterschiedlicher Farben emittieren.
Beispielsweise ist ein Lumineszenzdiodenchip 1 zur Erzeugung
von blauem Licht, ein Lumineszenzdiodenchip 1 zur Erzeugung
von rotem Licht und sind zwei Lumineszenzdiodenchips 1 zum

Erzeugen von grlUnem Licht vorgesehen.

Die Lumineszenzdiodenchips 1 sind auf einem Anschlusstréger
20 befestigt, der vorliegend als metallischer Tragerrahmen
ausgeflhrt ist. Die Lumineszenzdiodenchips 1 sind von einem

Verguss 21 umgeben.

Die den Lumineszenzdiodenchips 1 abgewandte AuRenfléche des
Vergusses 21 bildet die Strahlungsaustrittsflache 8 des

optoelektronischen Bauteils 10.

Der Anschlusstriéger 20 weist Laschen 25 auf, in denen er zum
Verguss 21 hin hochgebogen ist. Dies erhdéht die Haftung des

Vergusses 21 an den verbleibenden Komponenten des
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optoelektronischen Bauteils 10 wie dem Anschlusstrager 20

oder den Lumineszenzdiodenchips 1.

Alternativ zu einem Verguss 21 kdénnen die
Lumineszenzdiodenchips 1 auch von einer Glasplatte abgedeckt
sein. Die Glasplatte weist dann vorzugsweise auf ihrer den
Lumineszenzdiodenchips 1 zugewandten Seite im Bereich der
Lumineszenzdiodenchips 1 zumindest eine Ausnehmung auf, in
der gie in ihrer Dicke reduziert ist. In dieser Ausnehmung
sind die Lumineszenzdiodenchips 1 angeordnet. Die Ausnehmung
kann zum Beispiel durch ein Atzen der Glasplatte erzeugt

werden.

Der Anschlusstriger 20 weist ferner einen Abschirmbereich 23
auf, mit welchem der Anschlusstréger 20 einstickig
ausgebildet ist. Der Abschirmbereich 23 ist im Prinzip eine
vergrofRerte Lasche 25, welche sich entlang einer Seitenflache
des optoelektronischen Bauteils 10 erstreckt. Der
Abschirmbereich 23 Uberragt den Verguss 21 wenigstens um die
Hbhe des Vergusses 21. Der Abschirmbereich 23 umgibt die
Lumineszenzdiodenchips 1 nur stellenweise seitlich. Das
heiRt, der Abschirmbereich 23 ist lateral benachbart zu einer
Seitenfliche des Lumineszenzdiodenchips 1 angeordnet. Der
Abschirmbereich 23 umgibt die Lumineszenzdiodenchips 1 nicht

vollsténdig seitlich.

Im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel bildet der
Abschirmbereich 23 die einzige Abschirmung 3 des
optoelektronischen Bauteils gegen Fremdstrahlung 4, welche
von auferhalb auf das Bauteil 10 einfdllt. Der
Abschirmbereich 23 ist mittels einer Biegung 24 mit dem
restlichen Anschlusstriger 20 verbunden. Im Bereich der

Biegung 24 ist der Anschlusstriger 20 derart verbogen, dass
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der Abschirmbereich 23 einen Winkel o von zirka 90° mit dem

restlichen Anschlusstrager 20 einschlieRt.

Die den Lumineszenzdiodenchip 1 zugewandte Innenfldche des
Abschirmbereichs 23 kann als Reflexionsbereich 6 und/oder als
Absorptionsbereich 7 ausgefihrt sein. Das heift, je nach
Bedarf, ist diese Fl&che flir von den Lumineszenzdiodenchips 1
im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung 2

absorbierend oder reflektierend ausgebildet.

Vorzugsweise ist beim Ausfihrungsbeispiel, das in Verbindung
mit den Figuren 12, 1B und 1C beschrieben ist, der
Anschlusstrager 20 derart biegbar ausgebildet, dass vom
Verwender des optoelektronischen Bauteils der Winkel o durch
einfaches mechanisches Verbiegen in einem gewissen Rahmen je
nach Einsatz des optoelektronischen Bauteils eingestellt
werden kann. Damit kann auf einfache Weise eine Anpassung des

optoelektronischen Bauteils an seinen Einsatzort erfolgen.

In Verbindung mit den Figuren 2A und 2B ist ein weiteres
Ausfiihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils 10 ndher erldutert. Die Figuren
2A und 2B zeigen dabei schematische Perspektivdarstellungen
des optoelektronischen Bauteils 10. In diesem
Ausfliihrungsbeispiel weist das Bauteil 10 eine Reflektorwand
30 auf. Die Reflektorwand 30 weist eine ungleichmaRige HOhe
auf. In ihrem hdchsten Bereich - der Abschirmbereich 33 der
Reflektorwand - bildet die Reflektorwand 30 die Abschirmung
3. Das heift, in diesem Bereich schirmt die Reflektorwand
Fremdstrahlung 4 von den optischen Komponenten des

optoelektronischen Bauteils ab.
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Die Reflektorwand 30 ist im Abschirmbereich 33 an ihrer dem
Lumineszenzdiodenchip 1 zugewandten Seite als
Reflexionsbereich 6 ausgebildet, der vom
Lumineszenzdiodenchip 1 im Betrieb erzeugte Strahlung 2

reflektiert.

Die Reflektorwand 30 kann als separate Komponente des
Bauteils auf den Trager 32 aufgebracht sein. Darlber hinaus
ist es mdglich, dass Reflektorwand 30 und Trager 32
einstiickig miteinander ausgebildet sind und beispielsweise
durch einen gemeinsamen Spritzguss oder ein gemeinsames
Spritzpressverfahren miteinander hergestellt sind. Bei dem
Triager 32 kann es sich zum Beispiel um den elektrisch
isolierend ausgebildeten Grundkdrper der Leiterplatte
handeln, iiber die der Lumineszenzdiodenchip 1 elektrisch

kontaktiert ist.

Der Abschirmbereich 33 ist einstlickig mit der Reflektorwand
30 ausgebildet und zeichnet sich dadurch aus, dass er eine
groRere Hohe H2 als die minimale HShe H1 der Reflektorwand 30
aufweist (siehe dazu auch die Figur 32). Die Abschirmung 3,
das heifft der Abschirmbereich 33 der Reflektorwand, weist
eine Krtummung 5 auf, die beispielsweise Regenwasser, welches
aus derselben Richtung wie das Fremdlicht 4 einfallen kann,
um die optischen Komponenten des optoelektronischen Bauteils

10 herum nach auRen abfihrt.

Anstatt der Reflektorwand 30 kann das optoelektronische
Bauteil 10 aber auch eine Absorberwand 30 aufweisen, die auf
sie treffende elektromagnetische Strahlung absorbiert. Die
Absorberwand ist zum Beispiel schwarz ausgebildet. Sie kann -
zum Beispiel mit einer Farbe - schwarz beschichtet sein, oder

aus einem schwarzen Material - wie Ruf gefiillltem Kunststoff -
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gebildet sein. Die Absorberwand unterdrickt zum Beispiel die
Entstehung von Streustrahlung. Die Absorberwand weist dazu
eine Reflektivitat von vorzugsweise weniger 10 %, besonders

bevorzugt von weniger's% fir auf sie treffendes Licht auf.

In Verbindung mit den Figuren 3A und 3B ist ein welteres
Ausfiihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils nadher erlautert. In Erganzung zum
optoelektronischen Bauteil, wie es in Verbindung mit den
Figuren 2A und 2B erlidutert ist, weist das optoelektronische
Bauteil 10 hier eine Linse 31 auf, welche sowohl den
Lumineszenzdiodenchip 1 als auch die Reflektorwand 30 mit
Abschirmbereich 33 umgibt. Die Linse 31 lberspannt dabei die
Komponenten des Bauteils 10 kuppel- oder domartig. Die Linse
31 kann als Hohlkdérper ausgebildet sein, so dass sie nach Art
einer Kaseglocke liber Reflektorwand 30 und
Lumineszenzdiodenchip 1 gestlilpt ist. Darliber hinaus ist es
mdglich, dass die Linse 31 als Vollkdrper ausgebildet ist.
Die Linse 31 kann als Art Verguss lber Lumineszenzdiodenchip
1 und Reflektorwand 30 aufgebracht sein, so dass die
Reflektorwand 30 und damit der Abschirmbereich 33 im Verguss

der Linse 31 eingebettet sind.

Tn Verbindung mit der Figur 3A ist nochmals dargestellt, dass
die Reflektorwand 30 eine minimale H6he H1 aufweist, in der

sie keinen Abschirmbereich 33 bildet. Nur im Bereich, wo die

"Reflektorwand 30 eine Hohe grdRer H1 aufweist, mit der

maximalen H&he H2, bildet sie den Abschirmbereich 33. Das
heift, die durch den Abschirmbereich 33 gebildete Abschirmung
umgibt den Lumineszenzdiodenchip 1 nur stellenweise seitlich.
Dadurch, dass die Reflektorwand 30 Bereiche mit reduzierter
Hohe H1 aufweist ist die Abschirmung 3, das heifit der
Abschirmbereich 33, nicht vollstandig um den
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Lumineszenzdiodenchip 1 herumgefihrt. Die Reflektorwand 30

ist also unsymmetrisch ausgebildet.

In Verbindung mit den Figuren 4A, 4B und 4C ist ein weiteres
Ausfihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils 10 naher erlautert. Im
Unterschied zum in Verbindung mit den Figuren 3A und 3B
beschriebenen Ausfithrungsbeispiel ist der Abschirmbereich 3
hier auRerhalb der Linse 31, 50 angeordnet. Das
optoelektronische Bauteil 10 umfasst in diesem
Ausfiihrungsbeispiel einen Gehdusegrundkorper 40, welcher
einen Anschlusstrager 20 umgibt. Beispielsweise ist der
Gehdusegrundkdérper 40 auf den Anschlusstrager, der als

Tragerstreifen ausgebildet sein kann, aufgespritzt.

Das heift der Anschlusstrager 20 ist mit dem Material des
crundkdrpers 40 umspritzt. Der Grundkdrper 40 weist eine
Kavitdt 41 auf, in welcher der Lumineszenzdiodenchip 1
angeordnet ist. Um den Lumineszenzdiodenchip 1 herum ist eine
Reflektorwand 30 angeordnet, die in diesem Fall eine
gleichméRige Hohe aufweist, und keinen Abschirmbereich 33
umfasst. Vielmehr weist der Gehiusegrundkdrper 40 einen
Abschlussbereich 43 auf, mit dem er einstlckig ausgebildet
igst. Der Anschlussbereich 43 ist nach Art eines Vorsprungs
ausgebildet und beispielsweise zusammen mit dem

Gehiusegrundkdrper spritzgepresst oder spritzgegossen.

Alternativ ist es moglich, dass der Abschirmbereich 43
mittels einer Presspassung im Gehdusegrundkérper 40 befestigt
igt. Das heift, der Abschirmbereich 43 ist in diesem Fall in
den Gehausegrundkdrper 40 eingesteckt, an diesen angeklebt
oder auf andere Art befestigt. In jedem Fall umgibt der

Abschirmbereich 43 und damit die Abschirmung 3 den
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Lumineszenzdiodenchip 1 seitlich nur stellenweise. Der
Abschirmbereich ist dabei derart hoch ausgebildet, dass er
wenigstens so hoch wie der hochste Punkt der Linse 31, 50
ist, oder die Linse 31, 50 iiberragt. Der Abschirmbereich 43
weist eine KrlUmmung 5 auf, welche zum Herumfthren von
Regenwasser um die Linse 31, 50 und damit um die
Strahlungsaustrittsfliche 8 des optoelektronischen Bauteils

vorgesehen ist.

Tn Verbindung mit der Figur 5A ist anhand einer
perspektivischen schematischen Draufsicht ein weiteres
Ausfihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils nadher erlautert. In diesem
Ausfihrungsbeispiel weist das Bauteil zwei verschiedene
Abschirmungen 3 auf. Zum einen weist das Bauteil eine
Abschirmung 3 auf, die durch einen Abschirmbereich 43 des
Grundkdrpers 40 gebildet ist, wie beispielsweise in
Verbindung mit den Figuren 4A bis 4C beschrieben. Darlber
hinaus weist das Bauteil 10 eine Abschirmung 3 auf, die duxch
einen Abschirmbereich 53 der Linse 50 gebildet ist. Im
Abschirmbereich 53 ist die Linse an ihrer Aufenfldche mit
einem Material beschichtet und dadurch absorbierend
ausgebildet. Das heif’t, vom Lumineszenzdiodenchip 1 im
Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung 2 wird von

diesem Bereich der Linse absorbiert.

Ebenso wird von auRen auf die Linse auftreffende Strahlung 4,
welche durch den Abschirmbereich 43 des Grundkdrpers 40 nicht
abgehalten wird, auch absorbiert. Dariber hinaus ist es
méglich, dass der Abschirmbereich 53 der Linse polarisierend
oder reflektierend ausgebildet ist. Das Ausfihrungsbeispiel,
das in Verbindung mit der Figur 5A beschrieben ist, ist

dariber hinaus ein exemplarisches Beispiel daflir, dass die
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hier beschriebenen Abschirmungen flir das optoelektronische
Bauteil in ein und demselben optoelektronischen Bauteil 10
miteinander kombiniert werden kdénnen. Auf diese Weise koénnen
die Vorteile der einzelnen Abschirmungen kombiniert werden,
wodurch sich besonders vorteilhafte optoelektronische

Bauteile 10 ergeben.

Schlieflich ist in Verbindung mit der Figur 5B ein weiteres
Ausfiithrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Bauteils erlautert. Im Unterschied zum
Bauteil, das in Verbindung mit der Figur 5A beschrieben ist,
zeigt die Figur 5B ein Bauteil, bei dem die Abschirmung 3
lediglich durch einen Abschirmbereich 53 der Linse 50

gebildet ist.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfithrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentansprlichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentansprlichen oder Ausfihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102008048846.1, deren Of fenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspruche

1. Optoelektronisches Bauteil (10) mit

- zumindest einem Lumineszenzdiodenchip (1), der im Betrieb
des optoelektronischen Bauteils elektromagnetische Strahlung
(2) emittiert,

- zumindest einer Abschirmung (3) gegen Fremdstrahlung (4),
welche den Lumineszenzdiodenchip (1) nur stellenweise
seitlich umgibt, wobei

- jede BAbschirmung (3) einstickig mit einer Komponente (20,

30, 40, 50) des optoelektronischen Bauteils (10) ausgebildet

ist.

2. Optoelektronisches Bauteil gemaf dem vorherigen Anspruch
mit

- einem Anschlusstriger (20), auf dem der zumindest eine

Lumineszenzdiodenchip (1) zumindest mittelbar befestigt ist
und Uber den der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip (1)
elektrisch kontaktiert ist, wobei

- die zumindest eine Abschirmung (3) zumindest stellenweise
durch einen Abschirmbereich (23) des Anschlusstragers (20)
gebildet ist,

- der Anschlusstriger (20) durch eine Leiterplatte gebildet
ist, welche einen elektrisch isolierenden Grundkdrper
umfasst, in den oder auf den zumindest eine elektrische
Anschlussstelle und/oder zumindest eine Leiterbahn
strukturiert ist, mittels denen der zumindest eine

Iumineszenzdiodenchip (1) elektrisch kontaktiert ist.

3. Optoelektronisches Bauteil gemdf dem vorherigen.

Anspruch,
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bei dem der Anschlusstriger (20) eine Biegung (24) aufweist,
welche den Abschirmbereich (23) des Anschlusstragers (20) mit

dem restlichen Anschlusstréger (20) verbindet.

4., Optoelektronisches Bauteil gemdf Anspruch 2 oder 3,
bei dem der Abschirmbereich (23) und der restliche
Anschlusstréiger (20) einen Winkel (o) von kleiner gleich 110°

miteinander einschliefien.

5. Optoelektronisches Bauteil gemafs einem der vorherigen
Anspriiche mit

- einer Reflektorwand oder Absorberwand(30), welche den
zumindest einen Lumineszenzdiodenchip (1) seitlich
vollstéandig umgibt, wobei

- die Reflektorwand oder Absorberwand (30) eine
ungleichméfige Hdhe (H) aufweist, und

_ die zumindest eine Abschirmung (3) zumindest stellenweise
durch einen Abschirmbereich (33) der Reflektorwand oder
Absorberwand (30) gebildet ist, der hoher ausgebildet ist,

als die restliche Reflektorwand oder Absorberwand (30).

6. Optoelektronisches Bauteil gemafs dem vorherigen
Anspruch,

bei dem die Reflektorwand oder Absorberwand (30) innerhalb
einer Linse (31, 50) fir den zumindest einen

Lumineszenzdiodenchip (1) angeordnet ist.

7. Optoelektronisches Bauteil gemaf Anspruch 5 oder 6,
bei dem die Reflektorwand oder Absorberwand (30) in einem
Verguss (21) fur den zumindest einen Lumineszenzdiodenchip

(1) eingebettet ist.
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8. Optoelektronisches Bauteil gemaf einem der vorherigen
Ansprliche mit

- einem Gehdusegrundkdrper (40), der eine Kavitat (41)
aufweist, in welcher der zumindest eine Lumineszenzdiodenchip
(1) angeordnet ist, wobei

- die zumindest eine Abschirmung (3) zumindest
stellenweise durch einen Abschirmbereich (43) des

Gehiusegrundkdrpers (40) gebildet ist.

9. Optoelektronisches Bauteil gemafs dem vorherigen

Angpruch,

bei dem der Abschirmbereich (43) zusammen mit dem restlichen
Gehiusegrundkdrper (40) spritzgegossen oder spritzgepresst

ist.

10. Optoelektronisches Bauteil gemdfl einem der vorherigen
Anspriche mit

- einer Linse (31,50) fir den zumindest einen
Lumineszenzdiodenchip (1), wobei

- die zumindest eine Abschirmung (3) zumindest stellenweise
durch einen Abschirmbereich (53) der Linse (31,50) gebildet

ist.

11. Optoelektronisches Bauteil gemafs dem vorherigen
Anspruch,

bei dem die Linse (31,50) im Abschirmbereich (53)
polarisierend, absorbierend und/oder reflektierend

ausgebildet ist.

12. Optoelektronisches Bauteil gemdf einem der vorherigen
Anspriche,
bei dem die Abschirmung (3) zumindest in einem

Reflexionsbereich (6), der dem zumindest einem
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Lumineszenzdiodenchip (1) zugewandt ist, flr vom
Lumineszenzdiodenchip (1) im Betrieb des optoelektronischen
Bauteils erzeugte elektromagnetische Strahlung (2)

reflektierend ausgebildet ist.

13. Optoelektronisches Bauteil gemafl einem der vorherigen
Ansprlche,

bei dem die zumindest eine Abschirmung (3) zumindest in einem
Absorptionsbereich (7), der dem zumindest einem
Lumineszenzdiodenchip (1) zugewandt ist, £lir vom
Lumineszenzdiodenchip im Betrieb des optoelektronischen
Bauteils erzeugte elektromagnetische Strahlung (2)

absorbierend ausgebildet ist.

14. Optoelektronisches Bauteil gemdf einem der vorherigen
Ansprluche,
bei dem die zumindest eine Abschirmung (3) eine Krimmung (5)

aufweist.

15. Optoelektronisches Bauteil gemdf dem vorherigen
Anspruch,

bei dem die Abschirmung (3) zur Umleitung von Regenwasser um
eine Strahlungsaustrittsfliche (8) des optoelektronischen

Bauteils herum vorgesehen ist.
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